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Abstract (en)
The current mirror has a current bank including input and output side widely controllable cascade stages (t2,t4). A regulating circuit (r,p) generates
the fixed potential of the cascade stages. A differential current (id) is fed to the control input of the regulating circuit. A first circuit node (k1) lies
between a current mirror input and a first cascade stage (t2) coupled to a corresponding output of the current bank (mb). The regulation circuit
includes a current controlled current source (q). The control input of the source, at a second circuit node (k2) is connected to the first node (k1). The
output of the source, at a third node, is connected to a common control line (c1) for the current bank (mb). A capacitive load (c3), particularly one
formed by capacitively charging the control line (c1), is connected to the third node (k3) to adjust a regulation time constant.

Abstract (de)
Ein Stromspiegel in MOS-Technik ermöglicht weit aussteuerbare Kaskodestufen (t2, t4) in seinen Stromein- und -ausgängen (em bzw. om), indem
das gemeinsame Steuerpotential (u3) für den Stromspiegel (m, mb) von einer stromgesteuerten Stromquelle (q) gebildet wird. Ihr Ansteuerstrom
ist ein Differenzstrom (id), der durch Differenzschaltung eines dem Stromspiegeleingang (em) zugeführten Eingangsstromes (ie) und eines mit
dem Stromspiegeleingang (em) verkoppelten Strombankstromes (i1) gebildet wird. An den Ausgang (k3) der Stromquelle (q) ist eine gemeinsame
Steuerleitung (cl) angeschlossen, die mit den kapazitiv belasteten Gate-Anschlüssen der Steuertransistoren (t1, t3) einer n-Kanal-Strombank (mb)
verbunden ist, in der die eigentliche Stromspiegelung (ie, ia) stattfindet. <IMAGE>
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